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[背景]紫外光検出器の応用例の一つとして，癌診断に用いられる PET 
(Positron Emission Tomography)のシンチレーション検出器が挙 
げられる．現在，可視シンチレータと光電子増倍管(PMT)が使 
用されていが，PET 装置のさらなる高速応答化・高解像度化な 
どの高性能化のために紫外高速シンチレータ Pr : LuAG(蛍光寿 
命：20 ns)[1]が開発された．PMT では応答速度に限界がある 
こと，集積化が困難であることから，高感度・高解像度な紫 
外光検出器が必要とされている．そこで，本研究では紫外高 
感度な ZnSe 系有機-無機ハイブリッド APD アレイの開発を行っ 

図 1：有機‐無機ハイブリッド型 
紫外 APD アレイの構造と 
クロストーク評価回路 

ている．前回，素子間ギャップ 0.6mm の APD アレイのクロ 
ストーク特性について報告したが，今回素子間ギャップ 0.14mm 
の APD アレイについてクロストーク特性とその増倍率依存性 
について評価したので報告する． 15

[素子構造] 

n-GaAs 基板上に n-ZnSe 層~ i-ZnSSe 層を MBE (Molecular  
Beam Epitaxy)法で成長し，その上に窓層として PEDOT : PSS を 
インクジェット法で塗布して APD アレイを作製した．素子構 
造およびクロストーク測定のための回路を図 1 に示す．APD 
アレイは素子間分離を行っていない． 
[実験結果] 

He-Cd レーザ(λ=325nm，入射光強度 4.4nW，レーザスポット 
0.1 mm)で素子上をスキャンしたときの素子の光電流のクロ 
ストーク特性を図 2 に示す．なお，測定は N2雰囲気中で行い， 
素子への印加電圧はブレークダウン電圧(VR = VB = 24.1 V)とした． 
このときの増倍率は APD1 が M=37，APD2 が M=23，クロストー 
ク量は APD1 が-27dB，APD2 が-42dB であった．図 3 に APD1 
の増倍率とクロストーク量の関係を示す．増倍率が増加すると 
ともに，クロストーク量も増加する傾向が見られるが，M=120 
倍においてもクロストーク-20dB を維持していることがわかる． 
したがって，素子間ギャップ 0.14mm，増倍率 M=100 倍程度の集 
積型 APD が実現できる可能性が示された． 
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図 2：APD アレイのクロストー
ク特性 

図 3：APD1 の増倍率とクロ
ストーク量との関係 
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